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The invention relates to a unit for switching electrical energy, in which a semiconductor switch is arranged in a compression—proof
receptacle that is partially filled with an inert liquid, so as to cause fluid—ooling of the semiconductor switch during functioning. The
invention is characterized in that the interior of the receptacle is coupled with a cooling circuit, whereby at least one steam line runs from
the receptacle to a cooler, and at least one liquid line runs from the cooler to the receptacle. The liquid line is fitted at least by sections in
the interior of the steam line, and extends so far from a connecting point on the receptacle into the interior of the receptacle that its free
end discharges underneath the level of the cooling liquid.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Baugruppe zum Schalten elektrischer Leistungen, bei der ein Halbleiterschalter in einem druckfesten
Behilter angeordnet ist, der teilweise mit einer Inertfliissigkeit gefiillt ist, um im Betrieb eine Fluidkiihlung des Halbleiterschalters zu
bewirken, dadurch gekennzeichnet, daB das Innere des Behlters mit einem Kihlkreislauf gekoppelt ist, wobei wenigstens eine Dampfleitung
von dem Behilter zu einem Kiihler filhrt, und wenigstens eine Fliissigkeitsleitung von dem Kiihler zu dem Behélter fithrt, wobei die
Fliissigkeitsleitung zumindest abschnittsweise im Innemn der Dampfleitung angeordnet ist und von einer AnschluBstelle an den Behilter in
das Innere des Behilters so weit verlingert ist, daB ihr freies Ende unterhalb des Fliissigkeitsspiegels der Kithlflissigkeit miindet.
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Baugruppe zum Schalten elektrischer Leistungen

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Baugruppe zum Schal-
ten elektrischer Leistungen, bei der wenigstens ein Halb-
leiterschalter in einer Lelstungselektronikbaugruppe angeord-

net ist.

Derartige Leistungselektronikbaugruppen sind z.B. in Form von
Halbbriickenanordnungen zur Bildung von Wechselrichtern fiir
die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, z.B. zur Speisung
von Drehfeldmaschinen, Permanentmagnetmotoren und dergl. im
Einsatz (siehe z.B. DE-A-40 27 969).

Allerdings besteht hier das Problem, daB die Leistungsdichte,
d.h. die abgegebene Leistung bezogen auf das Volumen der An-
ordnung bei den herkdmmlichen Anordnungen relativ gering ist.
AuBerdem ist das Gewicht der herkdmmlichen Anordnungen rela-
tiv hoch.

Aus der US-PS 5,132,896 ist eine Wechselrichteranordnung be-
kannt, die zur Verringerung der Wirkung verteilter Indukti-
vitdten der Leiter, die zum Verbinden der Kondensatoren und
der Halbleiterschalter verwendet werden, plattenfdrmige Zu-
leitungen mit grofer Fldche aufweist. Dadurch werden grofe
Dampfungskondensatoren zur Kompensation der Leitungsinduk-
tivitdten vermieden. AuRerdem kann durch die groffldchige Ge-
staltung der plattenfdrmigen Zuleitungen die Warmeabstrahlung
verbessert werden. Des weiteren sind die plattenfdrmigen Zu-
leitungen so gestaltet, daf die GroBe und die Richtung des
Stromflusses durch die plattenfdrmigen Zuleitungen die Wir-

kung der verteilten Induktivit&dten minimieren.
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Allerdings dienen bei dieser Wechselrichteranordnung die
grépRflichigen Zuleitungen lediglich der Minderung von Stor-
induktivitdten und sind als Zuleitungen zu grofen Elektrolyt-

kondensatoren eingesetzt.

Aus der EP 586 793 Bl ist eine Halbbrickenanordnung bekannt,
die demgegeniiber eine erheblich verbesserte Leistungsdichte
hat. Dabei ist der eingangs beschriebene Halbleiterschalter
in einer Halbbriickenanordnung angeordnet, die dahingehend
weitergebildet ist, daB die Kondensatoranordnung durch wenig-
stens einen Flichenkondensator an einer mehrere derartiger
Halbleiterschalter tragenden Platine und/oder durch wenig-
stens einen als Hohlwickel geformten Wickelkondensator gebil-
det ist, wobei die Halbleiterschalter in dem als Hohlwickel
gebildeten Wickelkondensator angeordnet sind und eine Fluid-
kilhlung in dem Hohlwickel vorgesehen ist. Auf den Inhalt die-

ser Druckschrift wird hiermit ausdriicklich Bezug genommen.

Ausgehend hiervon betrifft die Erfindung Weiterentwicklungen
dieser bekannten Anordnung, die dazu dienen die Leistungs-
dichte weiter zu steigern, die Anwendungsbereiche dieser An-
ordnung zu vergrdfern und die Herstellung und den Betrieb
dieser Anordnung kostengiinstiger, einfach und sicherer zu ma-

chen.

GemiB einem Aspekt der Erfindung ist der Halbleiterschalter
in einem druckfesten Behdlter angeordnet, der teilweise mit
einer Inertfliissigkeit gefiillt ist, um im Betrieb eine Fluid-
kilhlung des Halbleiterschalters zu bewirken, ist das Innere
des Behilters mit einem Kiihlkreislauf gekoppelt, wobei wenig-
stens eine Dampfleitung von dem Beh&dlter zu einem Kiihler
fiihrt, und wenigstens eine Fliissigkeitsleitung von dem Kiihler
zu dem Behdlter fiihrt, wobei die Flissigkeitsleitung zumin-
dest abschnittsweise im Innern der Dampfleitung angeordnet

ist und von einer Anschlufstelle an den Behdlter in das Inne-
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re des Behdlters so weit verlangert ist, daf ihr freies Ende

unterhalb des Fiissigkeitsspiegels der Kiihlfliissigkeit mindet.

Damit ist der druckfeste Behdlter fiir die Verbindungen mit
dem Kiihlkreislauf nur einmal mit einem Durchbruch oder einer
Offnung zu versehen. AuBerdem ist der Platzbedarf fiir die

Leitungen zu/von dem Kilhler verringert.

Bevorzugt ist die Anordnung derart weitergebildet, daf die
Dampfleitung kiihlerseitig an einem Verteilerraum miindet, und
die Fliissigkeitsleitung kiihlerseitig an einem Sammelraum min-
det, wobeli zwischen dem Verteilerraum und dem Kihlerraum we-
nigstens eine Kiihlleitung angeordnet ist, an deren Innenwand
Dampf aus der Dampfleitung kondensiert und als Fliissigkeit in

den Sammelraum flieBt.

Die Kiihlleitungen koénnen auch zwangsgekiihlt sein. Dazu kann
beim Einsatz der erfindungsgemdfen Anordnung in einem Kraft-
fahrzeug der Fahrtwind und/oder ein Gebldse dienen. Alterna-
tiv dazu kann auch eine Flissigkeitskiihlung als Wirmesenke
fiir die Kilhlleitungen dienen.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung ist an dem
Verteilerraum iiber eine Drosselstelle ein Ausgleichsbehdlter
angeschlossen.

GemiB der Erfindung ist der Halbleiterschalter in einem
druckfesten, im wesentlichen zylindrischen Beh&dlter angeord-
net, der teilweise mit einer Inertflissigkeit gefiillt ist, um
im Betrieb eine Fluidkilhlung des Halbleiterschalters zu be-
wirken; weist der zylindrische Behdlter einen seine Wandung
schneidenden Flansch auf, der zur Aufnahme eines Anschlusses
eines Kiihlers eingerichtet ist, wobei der AnschluB mit dem
Flansch durch Verschraubungen verbunden ist, und sind an den
Verschraubungen jeweils Federelemente vorgesehen, die den An-

schluf federnd gegen den Flansch vorspannen.
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Da der Druck im Innern des Behdlters im Betrieb der Anordnung
ansteigt, wenn die Verlustwdrme der Halbleiterschalter die
Inertfliissigkeit zum Sieden bringt, muB durch geeignete MafB-
nahmen eine Sicherung gegen Bersten des Behdlters bereitge-
stellt werden. Ublicherweise eingesetzte Berstscheiben sind

sehr teuer und bendtigen Einzeltyppriifungen.

Die Erfindung stellt damit eine Anordnung bereit, die sehr
einfach montierbar ist. Da der Anschluf filir den Kiihler nicht
an den Behdlter angeschweiBt werden muf, sondern montiert
werden kann, fallen aufwendige SchweiBarbeiten weg. Falls die
Anordnung bisher aus Aluminium hergestellt wurde, £f&d1llt auch
die teure und praktisch kaum durchfiihrbare Aluminium-
SchweiBnahtpriifung weg. AuBerdem kdnnen die einzelnen Kompo-
nenten vor ihrer Montage gepriift werden. Weiterhin ist eine
Oberflichenbehandlung der einzelnen Komponenten einfacher
méglich. Ein weiterer Vorteil ist der im Vergleich zu Berst-
scheiben wesentlich grdBere Offnungsquerschnitt im Fall eines
Uiberdrucks, da praktisch der gesamte AnschluB von dem Flansch
abhebt. AuRerdem verschlieft die Federkraft der Federanord-
nung den Behdlter wieder, sobald der Druck im Innern des Be-

hilters unter den vorbestimmten Wert f&allt.

Vorzugsweise sind die Federelemente durch wenigstens eine
Tellerfeder oder ein Tellerfederpaket gebildet. Diese Federn
sind sehr preiswert und ihre Kraft/Wegkennlinie ist sehr pra-

zise einstellbar.

Bei einer bevorzugten Ausflihrungsform sind die Verschraubun-
gen durch Schraubenbolzen gebildet, die im Schaftbereich

durch die Federelemente umgeben sind.

Erfindungsgemidf sind die Federelemente so dimensioniert und
durch Einschrauben der Verschraubungen so vorgespannt, daf
bei einem vorbestimmten Fluiddruck im Innern des Behdlters

der Anschluf von dem Flansch freikommt.
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Bevorzugt ist zwischen dem Flansch und dem Anschluf ein Dich-

telement angeordnet.

Gemif einem weiteren Aspekt der Erfindung ist der Halblei-
terschalter in einem druckfesten Behdlter angeordnet, der
teilweise mit einer Inertfliissigkeit gefillt ist, um im Be-
trieb eine Fluidkiihlung des Halbleiterschalters zu bewirken;
ist das Innere des Behdlters mit einem Kihlkreislauf gekop-
pelt, wobei ein Auslaf zur Atmosphdre hin in dem Kihlkreis-
lauf vorgesehen ist, der durch eine Filteranordnung ver-
schlossen ist, die fir Luft durchldssig und flir Dampf aus der
Inertflissigkeit undurchlédssig ist.

Durch diese Anordnung ist es mdglich, die Befillung der An-
ordnung mit Inertflissigkeit einfach durchzufiihren: Bei die-
sem Vorgang in den Behdlter miteingeschlossene Luft, die im
Betrieb die Funktion eines K(ondensationsk)iihlers beeintrach-
tigen kdnnte, wird wdhrend des Betriebes durch die Filteran-

ordnung hindurch aus dem Behdlter getrieben.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist die Filteranordnung
durch ein Molekularfilter, vorzugsweise durch eine Kunst-
stoff-Folie gebildet.

AuRerdem ist auf der dem Innern des Behdlters zugewandten
Seite und/oder der dem Innern des Behdlters abgewandten Seite

der Filteranordnung ein Stabilisator angeordnet.

Zusdtzlich kann auf der dem Innern des Behdlters abgewandten
Seite der Filteranordnung eine Ventilanordnung angeordnet

sein.

Damit kénnen Ansteuerleitungen kiirzer und somit weniger
stdranfdllig gestaltet werden. AuBerdem ist die ohnehin durch
den Behdlter gewdhrleistete HF-~Abschirmung sowohl hinsicht-
lich Immissionen als auch Emissionen auch fiir die Ansteuer-

schaltung mit der Rechnereinheit nutzbar.
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Weiterhin kdnnen genormte Signale fiir die Sollwertvorgaben
(z.B. CAN-BUS) eingesetzt werden um die Anordnung anzusteu-

ern.

10 GemiB einem weiteren Aspekt der Erfindung ist der Halbleiter-
schalter in einem druckfesten Behidlter angeordnet, der teil-
weise mit einer Inertfliissigkeit gefiillt ist, um im Betrieb
eine Fluidkiihlung der Halbleiterschalter zu bewirken; weist
daB der Halbleiterschalter keine Ummantelung aus Kunststoff

15 oder Keramik auf und ist vollstdndig in der Inertfliissigkeit
eingetaucht.

Dies ermdglicht eine erheblich héhere Leistungsdichte und da-
mit eine kompaktere und damit preiswertere Bauweise der Ge-

20 samtanordnung. In der Inertfliissigkeit sind die Halbleiter im
Innern des Behdlters hervorragend gekiihlt und gegen die Umge-
bungsatmosphédre geschiitzt.

GemiR einem weiteren Aspekt der Erfindung ist der Halbleiter-
25 schalter in einem druckfesten Behdlter angeordnet, der teil-
weise mit einer Inertfliissigkeit gefiillt ist, um im Betrieb
eine Fluidkiihlung des Halbleiterschalters zu bewirken; und
sind Leistungssignale filhrende oder stromversorgende Leitun-
gen im Innern des Behdlters so verlegt, daBf sie im wesent-

30 lichen vollstdndig in der Inertflissigkeit eingetaucht sind.

Dies ermdglicht ebenfalls eine erheblich hdhere Leistungs-
dichte und damit eine kompaktere und damit preiswertere Bau-
weise der Gesamtanordnung. Wegen der Inertfliissigkeit sind

335 die Leitungen im Innern des Behdlters hervorragend gekihlt
und gegen die Umgebungsatmosphdre geschiitzt. AuBerdem iso-’
liert die Inertfliissigkeit die Leitungen gegeneinander. Ge-
geniiber herkdmmlichen Anordnungen kdnnen die Leitungen erheb-
lich mit erheblich diinneren Querschnitten dimensioniert wer-

40 den. z.B. ist eine Verringerung des Querschnitts in der Weise

méglich, so daf Leitungen mit bis zum 200 Ampére/mm? Dauerbe-
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lastung betrieben werden kénnen, wdhrend bei einem Dauerbe-

W

trieb dieser Leitungen in Luftatmosphdre nur eine Stromdichte

von 15 Ampére/mm2 mdéglich ware.

Weitere Eigenschaften, Merkmale und alternative Ausgestaltun-
10 gen der Erfindung werden nachstehend unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen erldutert, in denen derzeit bevorzugte Ausfilh-

rungsformen des Erfindungsgegenstandes veranschaulicht sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines

15 ersten Aspektes der Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines

zweiten Aspektes der Erfindung.

20 Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines

dritten Aspektes der Erfindung.

Die erfindungswesentlichen Aspekte sind beispielhaft in einer
Halbbriickenanordnung verwirklicht, wobei als ein mdgliches

25 Anwendungsbeispiel fir eine solche Halbbriickenanordnung ein
einphasiger Wechselrichter dienen kann, der mit zwei identi-
schen Halbbriickenanordnungen aufgebaut ist. Lediglich zur Er-
liuterung wird daher nachstehend der prinzipielle Aufbau ei-
ner solchen Anordnung erl&utert.

30
Die Halbbriickenanordnung weist parallel geschaltete Paare
MOSFETs auf, die als Halbleiterschalter wirken. Jeweils zwei
der MOSFQTS sind in Serie geschaltet, so daB jeweils der er-
ste MOSFET jedes Paares mit seinem Source-AnschluB auf einen

35 hohen Spannungspotential Vgg liegt, und jeder zweite MOSFET
jedes Paares mit seinem Drain-Anschluf auf einem niedrigen‘
Spannungspotential Vpp liegt. Dabei ist zur Bildung eines
Ausgangsanschlusses der Drain-AnschluB jedes der ersten MOS-
FETs mit dem Source-AnschluB jedes der zweiten MOSFETs ver-

40 bunden. Jeweils eine Ansteuereinrichtung filir die Gruppe der
ersten MOSFETs bzw. der Gruppe der zweiten MOSFETs ist mit
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den parallel geschalteten Steuereingdngen jeder Gruppe der

ersten und zweiten N-Kanal MOSFETs verbunden.

Zwischen dem hohen und dem niedrigen Spannungspotential Vgg
und Vpp ist ein Kondensator angeordnet, der als Stilitzkon-
densator wirkt. Die Kondensatoranordnung ist zum einen durch
einen Flichenkondensator an einer die MOSFETs tragenden Pla-
tine gebildet. Zum anderen ist die Kondensatoranordnung durch
einen als Hohlwickel geformten Wickelkondensator gebildet.
Der Hohlwickel ist im wesentlichen zylinderfdrmig gestaltet
und besteht aus mehreren Lagen von Kupferschichten und je-
weils einer Isolierschicht. Im Innern des als Hohlwickel aus-
gebildeten Wickelkondensators sind mehrere Platinen mit ein-
zelnen Halbleiteranordnungen ilibereinandergeschichtet. Der
Hohlwickel ist an einem Ende fluiddicht mit einer konvexen
Abdeckkappe verschlossen, wahrend er sich am anderen Ende
flaschenfdrmig verjingt, um in einem Ansatzstutzen auszulau-
fen, an dem die Anschliisse fiir die Versorgungsspannungen, die

Ausgangsleitungen, und die Steuerleitungen nach auBen treten.

Der Hohlwickel bildet einen Behdlter 10, der bis etwa 15 bar
druckfest ausgebildet ist. Das Innere des Hohlwickels ist mit
einem fliissigen Fluorkohlenwasserstoff gefiillt, wobei die
Fliissigkeit die Halbleiterschalter 12 bedeckt. Dabei ist ein
freier Raum zwischen dem Fliissigkeitsspiegel 14 (siehe z.B.
Fig. 3) und der Innenwand des Behdlters 10, so daB eine gas-
férmige Phase des Fluorkohlenwasserstoffs aus der fliissigen
Phase austreten kann. Der Gasdruck in dem Hohlwickel ist ent-
sprechend der Gasdruckkurve des Fluorkohlenwasserstoffs zwi-
schen 50 mbar und 3 bar so eingestellt, daB bereits bei ge-
ringfiigiger Erwdrmung der MOSFETs im Betrieb die flissige
Phase der Fluorkohlenwasserstoffs zu sieden beginnt. So ist
erreichbar, daB die Temperaturdifferenz zwischen den Halblei-
terschaltern und der den Hohlwickel umgebenden Atmosphére le-
diglich etwa 10°C betréagt.
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Die Gasphase der Inertflissigkeit wird von auBen durch eine
an den Behdlter angeschlossene Konvektionskiihlung oder durch
Gebldsekiihlung gekiihlt (siehe z.B. Fig. 1). Dabei kondensiert
die Gasphase des Fluorkohlenwasserstoffs an der von aufen ge-
kihlten Innenwand der Kilhlleitungen und wird in fliissiger
Form liber eine Flissigkeitsleitung wieder dem fliissigen Flu-
orkohlenwasserstoff im Innern des Beh&dlters zugefihrt, der
die MOSFETs umgibt.

In Fig. 1 ist der mit Inertflissigkeit gefilillte Behdlter 10
gezeigt, dessen Inneres mit einem Kiihlkreislauf gekoppelt
ist. Dabei fiihrt eine Dampfleitung 40 von dem Behdlter 10 zu
einem Kihler 42, und eine Flissigkeitsleitung 44 von dem Kih-
ler 42 zu dem Behdlter 10. Die Fliissigkeitsleitung 44 ist ab-
schnittsweise im Innern der Dampfleitung 40 angeordnet und
von einer AnschluBstelle 46 an den Behdlter 10 in das Innere
des Behidlters 10 so weit verldngert, daB ihr freies Ende un-
terhalb des Flissigkeitsspiegels der Inertflissigkeit miindet.
Die Dampfleitung 40 mindet kilhlerseitig an einem Verteiler-
raum 50 und die Fliissigkeitsleitung miindet kithlerseitig an
einem Sammelraum. Alternativ dazu kann die Dampfleitung 40
auch am Sammelraum 52 minden. In diesem Fall steigt der Dampf
in den Kiihlleitungen 50 nach oben und die Flilissigkeit in den
Kilhlleitungen 50 nach unten. Zwischen dem Verteilerraum 50
und dem Sammelraum 52 sind mehrere parallel verlaufenden
Kiihlleitungen 56 angeordnet, an deren Innenwand Dampf aus der
Dampfleitung 40 kondensiert und als Fliissigkeit in den Sam-
melraum 52 und von dort in den Behdlter 10 flieft.

An dem Verteilerraum 50 ist liber eine Drosselstelle 60 ein

Ausgleichsbehdlter 62 angeschlossen.

Wie in Fig. 2 veranschaulicht, hat der zylindrische Behdlter
10 einen seine Wandung lidngs der Mantelfldche schneidenden,
in der Draufsicht rechteckigen Flansch 70, der zur Aufnahme
eines entsprechend gestalteten und bemessenen Anschlusses 72

eines Kiihlers (wie z.B. in Fig. 1 gezeigt) eingerichtet ist.
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5 Der Anschluf 72 ist mit dem Flansch 70 durch Verschraubungen
74 verbunden. Dabei sind an den Verschraubungen 74 jewells
Federelemente 76 vorgesehen, die den AnschluB 72 federnd ge-
gen den Flansch 70 vorspannen. Die Federelemente 76 sind
durch ein Tellerfederpaket gebildet.

10
Die Verschraubungen 74 sind durch Schraubenbolzen gebildet,
die im Schaftbereich der Bolzen durch die Federelemente 76
umgeben sind. Die Federelemente 76 sind so dimensioniert und
durch Einschrauben der Verschraubungen vorgespannt, daf bei

15 einem vorbestimmten Fluiddruck im Innern des Behdlters 10 der

AnschluR 72 von dem Flansch 70 freikommt. SchlieBlich ist

zwischen dem Flansch 70 und dem Anschluf3 72 ein Dichtelement

78 angeordnet ist.

20 In Fig. 3 ist veranschaulicht, wie das Innere des Behdlters
10 mit einem Klhlkreislauf gekoppelt ist, wobei ein Auslaf} 80
zur Atmosphdre hin in dem Kiihlkreislauf vorgesehen ist, der
durch eine Filteranordnung 82 verschlossen ist, die fir Luft
durchlidssig und flir Dampf aus der Inertfliissigkeit undurch-

25 lidssig ist. Die Filteranordnung 82 ist durch ein Molekular-
filter aus Kunststoff-Folie gebildet. Zur mechanischen Entla-
stung des Molekularfilters sind auf der dem Innern des Behdl-
ters 10 zugewandten Seite und der dem Innern des Behdlters 10
abgewandten Seite der Filteranordnung 82 jeweils ein Stabili-

30 sator 84, 86 in Form einer Luftdurchldssigen Keramikplatte

oder dergl. angeordnet.

Zusdtzlich ist auf der dem Innern des Behdlters 10 abgewand-

ten Seite der Filteranordnung 82 eine Ventilanordnung beste-

(98]
W

hend aus einem Ventilglied 88, einem Ventilsitz 90 und einer
das Ventilglied 88 gegen den Ventilsitz 90 pressenden Feder-
“anordnung 92 angeordnet. Die Federanordnung 92 ist so dimen-
sioniert, daB sie bei Uberdruck im Innern des Behdlters 10
offnet.
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Im Betriebszustand der Anordnung ist der Molekularfilter 82

oberhalb des Stabilisators 84 positioniert.
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Anspriiche

1. Baugruppe zum Schalten elektrischer Leistungen, bei der

- ein Halbleiterschalter in einem druckfesten Behdlter ange-
ordnet ist, der teilweise mit einer Inertfliissigkeit gefilillt
ist, um im Betrieb eine Fluidkihlung des Halbleiterschalters
zu bewirken;

dadurch gekennzeichnet, daB

- das Innere des Behdlters mit einem Kiihlkreislauf gekoppelt
ist, wobei

- wenigstens eine Dampfleitung von dem Behdlter zu einem Kiih-
le; fihrt, und

- wenigstens eine Fliissigkeitsleitung von dem Kiihler zu den
Behdlter fihrt, wobei

- die Flissigkeitsleitung zumindest abschnittsweise im Innern
der Dampfleitung angeordnet ist und von einer AnschlufBstelle
an den Behdlter in das Innere des Behdlters so weit verlan-
gert ist, daB ihr freies Ende unterhalb des Filissigkeitsspie-
gels der Kihlflilssigkeit miindet.

2. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB

- die Dampfleitung kilihlerseitig an einem Verteilerraum min-
det,

- die Flissigkeitsleitung kiihlerseitig an einem Sammelraum
miindet, wobei

- zwischen dem Verteilerraum und dem Kilhlerraum wenigstens
eine Kiihlleitung angeordnet ist, an deren Innenwand Dampf aus
der Dampfleitung kondensiert und als Fliissigkeit in den Sam-
melraum flieBt.

3. Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
- an dem Verteilerraum iliber eine Drosselstelle ein Aus-

gleichsbehdlter angeschlossen ist.
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4. Baugruppe zum Schalten elektrischer Leistungen, bei der

- ein Halbleiterschalter in einem druckfesten Behdlter ange-
ordnet ist, der teilweise mit einer Inertflissigkeit gefillt
ist, um im Betrieb eine Fluidkihlung des Halbleiterschalters
zu bewirken;

dadurch gekennzeichnet, daB

- der Behilter einen seine Wandung schneidenden Flansch auf-
weist, der zur Aufnahme eines Anschlusses eines Kiihlers ein-
gerichtet ist, wobei

- der Anschluf mit dem Flansch durch Verschraubungen verbun-
den ist, und wobeil

- an den Verschraubungen jeweils Federelemente vorgesehen

sind, die den AnschluB federnd gegen den Flansch vorspannen.

5. Baugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da8
- die Federelemente durch jeweils wenigstens eine Tellerfeder

oder ein Tellerfederpaket gebildet sind.

6. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da8
- die Verschraubungen durch Schraubenbolzen gebildet sind,

die im Schaftbereich durch die Federelemente umgeben sind.

7. Baugruppe nach einem der Anspriiche 4 - 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB

- die Federelemente so dimensioniert und durch Einschrauben
der Verschraubungen vorgespannt sind, daf bei einem vorbe-
stimmten Druck im Innern des Behdlters der AnschluB von dem
Flansch freikommt.

8. Baugruppe nach einem der Anspriiche 4 - 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daR
- zwischen dem Flansch und dem Anschluf ein Dichtelement an-

geordnet ist.
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9. Baugruppe zum Schalten elektrischer Leistungen, bei der

- ein Halbleiterschalter in einem druckfesten Behdlter ange-
ordnet ist, der teilweise mit einer Inertflilissigkeit gefiillt
ist, um im Betrieb eine Fluidkilhlung des Halbleiterschalters
zu bewirken;

dadurch gekennzeichnet, daB

- das Innere des Behdlters mit einem Kilhlkreislauf gekoppelt
ist, wobeil

- ein Auslaf zur Atmosphdre hin in dem Kihlkreislauf vorgese-
hen ist, der durch eine Filteranordnung verschlossen ist, die
fiilr Luft durchldssig und fiir Dampf aus der Inertfllissigkeit
undurchlédssig ist.

10. Baugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daf
- die Filteranordnung durch ein Molekularfilter, vorzugsweise
durch eine Kunststoff-Folie gebildet ist.

11. Baugruppe nach einem der Anspriiche 8 - 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daB

- auf der dem Innern des Behdlters zugewandten Seite und/oder
der dem Innern des Behdlters abgewandten Seite der Filteran-

ordnung ein Stabilisator angeordnet ist.

12. Baugruppe nach einem der Anspriiche 8 - 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dan
- auf der dem Innern des Behdlters abgewandten Seite der Fil-

teranordnung eine Ventilanordnung angeordnet ist.
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